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一种有机发光二极管显示装置包含基板、第

一栅极电极、第一绝缘层、半导体层、源极电极、

漏极电极、有机保护层、阴极电极、有机层与阳极

电极。第一栅极电极设置于基板上。第一绝缘层

设置于基板上，且覆盖第一栅极电极。半导体层

设置于第一绝缘层上。源极电极与漏极电极分别

设置于半导体层上，其中半导体层具有裸露于源

极电极与漏极电极的裸露部分，且裸露部分于基

板上的正投影与第一栅极电极至少部分重叠。有

机保护层覆盖源极电极、漏极电极与半导体层。

阴极电极设置于有机保护层上。有机层设置于阴

极电极上。阳极电极设置于有机层上。有机发光

二极管显示装置将能有效降低阴极电极与阳极

电极可能对于薄膜晶体管造成的影响。
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1.一种有机发光二极管显示装置，其特征在于，包含：

一基板；

一第一栅极电极，设置于该基板上；

一第一绝缘层，设置于该基板上，且覆盖该第一栅极电极；

一半导体层，设置于该第一绝缘层上；

一源极电极与一漏极电极，分别设置于该半导体层上，其中该半导体层具有裸露于该

源极电极与该漏极电极的一裸露部分，且该裸露部分于该基板上的正投影与该第一栅极电

极至少部分重叠；

一有机保护层，覆盖该源极电极、该漏极电极与该半导体层；

一阴极电极，设置于该有机保护层上；

一有机层，设置于该阴极电极上；以及

一阳极电极，设置于该有机层上。

2.根据权利要求1所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，该有机保护层的厚度

为2微米至3微米。

3.根据权利要求1所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一无机保护层，设置于该有机保护层和该源极电极、该漏极电极与该半导体层之间，且

覆盖该源极电极、该漏极电极与该半导体层。

4.根据权利要求3所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一第二栅极电极，设置于该无机保护层与该有机保护层之间，其中该第二栅极电极于

该半导体层上的正投影与该裸露部分至少部分重叠。

5.根据权利要求1所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一屏蔽层，设置于该有机保护层与该阴极电极之间，其中该屏蔽层的材质为导电材质，

且该屏蔽层具有一固定电位；以及

一第二绝缘层，设置于该阴极电极与该屏蔽层之间。

6.一种有机发光二极管显示装置，其特征在于，包含：

一基板；

一第一栅极电极，设置于该基板上；

一第一绝缘层，设置于该基板上，且覆盖该第一栅极电极；

一半导体层，设置于该第一绝缘层上；

一源极电极与一漏极电极，分别设置于该半导体层上，其中该半导体层具有裸露于该

源极电极与该漏极电极的一裸露部分，且该裸露部分于该基板上的正投影与该第一栅极电

极至少部分重叠；

一有机保护层，覆盖该源极电极、该漏极电极与该半导体层；

一阳极电极，设置于该有机保护层上，其中该阳极电极具有裸露该有机保护层的一开

口，该开口于该半导体层上的正投影与该裸露部分至少部分重叠；

一有机层，设置于该阳极电极上；以及

一阴极电极，设置于该有机层上。

7.根据权利要求6所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，该有机保护层的厚度

为2微米至3微米。
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8.根据权利要求6所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一无机保护层，设置于该有机保护层和该源极电极、该漏极电极与该半导体层之间，且

覆盖该源极电极、该漏极电极与该半导体层。

9.根据权利要求8所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一第二栅极电极，设置于该无机保护层与该有机保护层之间，其中该第二栅极电极于

该半导体层上的正投影与该裸露部分至少部分重叠。

10.根据权利要求6所述的有机发光二极管显示装置，其特征在于，还包含：

一屏蔽层，设置于该有机保护层与该阳极电极之间，其中该屏蔽层的材质为导电材质，

且该屏蔽层具有一固定电位；以及

一第二绝缘层，设置于该阳极电极与该屏蔽层之间。
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有机发光二极管显示装置

技术领域

[0001] 本发明是有关于一种有机发光二极管显示装置。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic  Light  Emitting  Diode，OLED)为采用发光性的有机化

合物的发光元件，具有自发光特性，且其薄型化、显示品质以及省电特性皆优于液晶显示器

(Liquid  Crystal  Display，LCD)。由于有机发光二极管具有广视角、高反应速度、超薄等特

性，使得有机发光二极管面板应用范围愈来愈广泛。

[0003] 有机发光二极管面板为通过阴极电极与阳极电极驱动，而设置于其周遭的薄膜晶

体管可能会受到阴极电极与阳极电极的电压变化影响，因而导致薄膜晶体管在控制上的复

杂性与不稳定性。

发明内容

[0004] 本发明的一技术态样是在提供一种有机发光二极管显示装置，以有效降低阴极电

极与阳极电极可能对于薄膜晶体管造成的影响。

[0005] 根据本发明一实施方式，一种有机发光二极管显示装置包含基板、第一栅极电极、

第一绝缘层、半导体层、源极电极、漏极电极、有机保护层、阴极电极、有机层与阳极电极。第

一栅极电极设置于基板上。第一绝缘层设置于基板上，且覆盖第一栅极电极。半导体层设置

于第一绝缘层上。源极电极与漏极电极分别设置于半导体层上，其中半导体层具有裸露于

源极电极与漏极电极的裸露部分，且裸露部分于基板上的正投影与第一栅极电极至少部分

重叠。有机保护层覆盖源极电极、漏极电极与半导体层。阴极电极设置于有机保护层上。有

机层设置于阴极电极上。阳极电极设置于有机层上。

[0006] 于本发明的一或多个实施方式中，有机保护层的厚度为约2微米至3微米。

[0007] 于本发明的一或多个实施方式中，有机发光二极管显示装置还包含无机保护层。

无机保护层设置于有机保护层和源极电极、漏极电极与半导体层之间，且覆盖源极电极、漏

极电极与半导体层。

[0008] 于本发明的一或多个实施方式中，有机发光二极管显示装置还包含第二栅极电

极。第二栅极电极设置于无机保护层与有机保护层之间，其中第二栅极电极于半导体层上

的正投影与裸露部分至少部分重叠。

[0009] 于本发明的一或多个实施方式中，有机发光二极管显示装置还包含屏蔽层与第二

绝缘层。屏蔽层设置于有机保护层与阴极电极之间，其中屏蔽层的材质为导电材质，且屏蔽

层具有固定电位。第二绝缘层设置于阴极电极与屏蔽层之间。

[0010] 根据本发明另一实施方式，一种有机发光二极管显示装置包含基板、第一栅极电

极、第一绝缘层、半导体层、源极电极、漏极电极、有机保护层、阳极电极、有机层与阴极电

极。第一栅极电极设置于基板上。第一绝缘层设置于基板上，且覆盖第一栅极电极。半导体

层设置于第一绝缘层上。源极电极与漏极电极分别设置于半导体层上，其中半导体层具有
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裸露于源极电极与漏极电极的裸露部分，且裸露部分于基板上的正投影与第一栅极电极至

少部分重叠。有机保护层覆盖源极电极、漏极电极与半导体层。阳极电极设置于有机保护层

上，其中阳极电极具有裸露有机保护层的开口，开口于半导体层上的正投影与裸露部分至

少部分重叠。有机层设置于阳极电极上。阴极电极设置于有机层上。

[0011] 于本发明的一或多个实施方式中，有机发光二极管显示装置还包含屏蔽层与第二

绝缘层。屏蔽层设置于有机保护层与阳极电极之间，其中屏蔽层的材质为导电材质，且屏蔽

层具有固定电位。第二绝缘层设置于阳极电极与屏蔽层之间。

[0012] 本发明上述实施方式通过将阳极电极设置于有机层上，阴极电极设置于有机层下

方，因为阴极电极的电位为各个像素的共用电位，因此阴极电极的电位为固定，将不易对于

薄膜晶体管造成影响，而阳极电极为设置于有机层上，与薄膜晶体管的距离较远，因此阳极

电极亦不易对于薄膜晶体管造成影响。于是，有机发光二极管显示装置将能有效降低阴极

电极与阳极电极可能对于薄膜晶体管造成的影响。

附图说明

[0013] 图1绘示依照本发明一实施方式的有机发光二极管显示装置的上视示意图；

[0014] 图2绘示依照本发明一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其剖

面位置为沿图1的线段2；

[0015] 图3绘示依照本发明另一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2；

[0016] 图4绘示依照本发明又一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2；

[0017] 图5绘示依照本发明再一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2；

[0018] 图6绘示依照本发明再一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2；

[0019] 图7绘示依照本发明再一实施方式的有机发光二极管显示装置的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2。

具体实施方式

[0020] 以下将以附图揭露本发明的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节

将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就

是说，在本发明部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化附图起见，一

些已知惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式绘示。

[0021] 图1绘示依照本发明一实施方式的有机发光二极管显示装置100的上视示意图。本

发明不同实施方式提供一种有机发光二极管显示装置100。具体而言，有机发光二极管显示

装置100为上发光式有机发光二极管显示装置。

[0022] 如图1所绘示，有机发光二极管显示装置100包含多个电源线111、112、多个扫描线

113、多个数据线114、多个薄膜晶体管120、130与多个阳极电极151。电源线111、112、扫描线

113、数据线114排列形成多个矩阵单元，其中薄膜晶体管120、130与阳极电极151分别设置
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于矩阵单元中，以形成多个像素。为了增加像素的开口率(发光区域)，阳极电极151通常会

布满整个矩阵单元，于是将会覆盖薄膜晶体管130。

[0023] 图2绘示依照本发明一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，其

剖面位置为沿图1的线段2。如图2所绘示，有机发光二极管显示装置100还包含基板150、有

机层152、阴极电极153与有机保护层154。薄膜晶体管130包含第一栅极电极131、第一绝缘

层132、半导体层133、源极电极134、漏极电极135。第一栅极电极131设置于基板150上。第一

绝缘层132设置于基板150上，且覆盖第一栅极电极131。半导体层133设置于第一绝缘层132

上。源极电极134与漏极电极135分别设置于半导体层133上，其中半导体层133具有裸露于

源极电极134与漏极电极135的裸露部分133e，且裸露部分133e于基板150上的正投影与第

一栅极电极131至少部分重叠。有机保护层154覆盖源极电极134、漏极电极135与半导体层

133。阴极电极153设置于有机保护层154上。有机层152设置于阴极电极153上。阳极电极151

设置于有机层152上。

[0024] 因为阴极电极153与阳极电极151为设置于薄膜晶体管130正方上，阴极电极153与

阳极电极151的电压变化可能会影响薄膜晶体管130的操作(特别是影响半导体层133的通

道)，因而导致薄膜晶体管130在控制上的复杂性与不稳定性。

[0025] 通过将阳极电极151设置于有机层152上，阴极电极153设置于有机层152下方，因

为阴极电极153的电位为各个像素的共用电位，因此阴极电极153的电位为固定，将不易对

于薄膜晶体管130造成影响，而阳极电极151为设置于有机层152上，与薄膜晶体管130的距

离较远，因此阳极电极151亦不易对于薄膜晶体管130造成影响。于是，有机发光二极管显示

装置100将能有效降低阴极电极153与阳极电极151可能对于薄膜晶体管130造成的影响。

[0026] 具体而言，薄膜晶体管130还包含无机保护层137。无机保护层137设置于有机保护

层154和源极电极134、漏极电极135与半导体层133之间，且覆盖源极电极134、漏极电极135

与半导体层133。

[0027] 因为源极电极134、漏极电极135与半导体层133和阴极电极153与阳极电极151被

有机保护层154与无机保护层137隔开，因此将能降低源极电极134、漏极电极135与半导体

层133和阴极电极153与阳极电极151之间的有效介电常数，进而有效降低阴极电极153与阳

极电极151可能对于薄膜晶体管130造成的影响。

[0028] 具体而言，有机保护层154的厚度为约2微米至3微米。应了解到，以上所举的有机

保护层154的厚度仅为例示，并非用以限制本发明，本发明所属技术领域中具有通常知识

者，应视实际需要，弹性选择有机保护层154的厚度。

[0029] 具体而言，半导体层133包含主动层133a与欧姆接触层133b。主动层133a设置于第

一绝缘层132上，欧姆接触层133b设置于主动层133a上。裸露部分133e为主动层133a的一部

分。更具体地说，主动层133a的材质可为非晶硅。

[0030] 图3绘示依照本发明另一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，

其剖面位置为沿图1的线段2。本实施方式的有机发光二极管显示装置100与前述实施方式

的有机发光二极管显示装置100大致相同，以下主要描述其相异处。

[0031] 如图3所绘示，有机发光二极管显示装置100还包含屏蔽层156与第二绝缘层157，

且薄膜晶体管130没有无机保护层137。屏蔽层156设置于有机保护层154与阴极电极153之

间，其中屏蔽层156的材质为导电材质，且屏蔽层156具有固定电位。第二绝缘层157设置于
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阴极电极153与屏蔽层156之间。通过屏蔽层156所产生的屏蔽效应，将能更进一步地降低阴

极电极153与阳极电极151可能对于薄膜晶体管130造成的影响。

[0032] 图4绘示依照本发明又一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，

其剖面位置为沿图1的线段2。本实施方式的有机发光二极管显示装置100与图2的有机发光

二极管显示装置100大致相同，以下主要描述其相异处。

[0033] 如图4所绘示，薄膜晶体管130还包含第二栅极电极136。第二栅极电极136设置于

无机保护层137与有机保护层154之间，其中第二栅极电极136于半导体层133上的正投影与

裸露部分133e至少部分重叠。通过设置第二栅极电极136，第一栅极电极131与第二栅极电

极136将能共同控制半导体层133的通道，因而进一步增加薄膜晶体管130的控制能力。

[0034] 图5绘示依照本发明再一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，

其剖面位置为沿图1的线段2。如图5所绘示，有机发光二极管显示装置100还包含基板150、

有机层152、阴极电极153与有机保护层154。晶体管130包含第一栅极电极131、第一绝缘层

132、半导体层133、源极电极134与漏极电极135。第一栅极电极131设置于基板150上。第一

绝缘层132设置于基板150上，且覆盖第一栅极电极131。半导体层133设置于第一绝缘层132

上。源极电极134与漏极电极135分别设置于半导体层133上，其中半导体层133具有裸露于

源极电极134与漏极电极135的裸露部分133e，且裸露部分133e于基板150上的正投影与第

一栅极电极131至少部分重叠。有机保护层154覆盖源极电极134、漏极电极135与半导体层

133。阳极电极151设置于有机保护层154上，其中阳极电极151具有裸露有机保护层154的开

口151p，开口151p于半导体层133上的正投影与裸露部分133e至少部分重叠。有机层152设

置于阳极电极151上。阴极电极153设置于有机层152上。

[0035] 通过设置阳极电极151的开口151p于半导体层133的裸露部分133e上方，将能有效

降低阳极电极151对于半导体层133的通道的影响，进而增加薄膜晶体管130的控制能力。

[0036] 具体而言，薄膜晶体管130还包含无机保护层137。无机保护层137设置于有机保护

层154和源极电极134、漏极电极135与半导体层133之间，且覆盖源极电极134、漏极电极135

与半导体层133。

[0037] 具体而言，有机保护层154的厚度为约2微米至3微米。应了解到，以上所举的有机

保护层154的厚度仅为例示，并非用以限制本发明，本发明所属技术领域中具有通常知识

者，应视实际需要，弹性选择有机保护层154的厚度。

[0038] 图6绘示依照本发明另一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，

其剖面位置为沿图1的线段2。本实施方式的有机发光二极管显示装置100与图5的有机发光

二极管显示装置100大致相同，以下主要描述其相异处。

[0039] 如图6所绘示，有机发光二极管显示装置100还包含屏蔽层156与第二绝缘层157，

且有机发光二极管显示装置100没有无机保护层137。屏蔽层156设置于有机保护层154与阳

极电极151之间，其中屏蔽层156的材质为导电材质，且屏蔽层156具有固定电位。第二绝缘

层157设置于阳极电极151与屏蔽层156之间。通过屏蔽层156所产生的屏蔽效应，将能更进

一步地降低阴极电极153与阳极电极151可能对于薄膜晶体管130造成的影响。

[0040] 图7绘示依照本发明又一实施方式的有机发光二极管显示装置100的剖面示意图，

其剖面位置为沿图1的线段2。本实施方式的有机发光二极管显示装置100与图5的有机发光

二极管显示装置100大致相同，以下主要描述其相异处。
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[0041] 如图7所绘示，薄膜晶体管130还包含第二栅极电极136。第二栅极电极136设置于

无机保护层137与有机保护层154之间，其中第二栅极电极136于半导体层133上的正投影与

裸露部分133e至少部分重叠。通过设置第二栅极电极136，第一栅极电极131与第二栅极电

极136将能共同控制半导体层133的通道，因而进一步增加薄膜晶体管130的控制能力。

[0042] 本发明上述实施方式通过将阳极电极151设置于有机层152上，阴极电极153设置

于有机层152下方，因为阴极电极153的电位为各个像素的共用电位，因此阴极电极153的电

位为固定，将不易对于薄膜晶体管130造成影响，而阳极电极151为设置于有机层152上，与

薄膜晶体管130的距离较远，因此阳极电极151亦不易对于薄膜晶体管130造成影响。于是，

有机发光二极管显示装置100将能有效降低阴极电极153与阳极电极151可能对于薄膜晶体

管130造成的影响。

[0043] 虽然本发明已以实施方式揭露如上，然其并非用以限定本发明，任何熟悉此技艺

者，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作各种的更动与润饰，因此本发明的保护范围当

视所附的权利要求书所界定的范围为准。
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